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摘要(译)

公开了一种薄膜晶体管（TFT），其包括控制电极，半导体图案，第一
输入电极，第二输入电极和输出电极。在一个方面，半导体图案包括第
一输入区域，第二输入区域，沟道区域和输出区域。沟道区域形成在第
一输入区域和输出区域之间并与控制电极重叠以与控制电极绝缘。第二
输入区域形成在第一输入区域和沟道区域之间，并掺杂有与第一输入区
域的掺杂浓度不同的掺杂浓度。第二输入电极与第二输入区域接触并接
收控制电压以控制阈值电压。
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